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Ramtron stellt parallelen nichtflüchtigen F-RAM-Speicherchip von 8 Megabit vor 

Platzsparendes Ball-Grid-Gehäuse bietet pinkompatiblen Upgrade-Pfad für F‑RAM
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Colorado Springs, USA – 23. Juli 2009. Ramtron International Corporation (Nasdaq: RMTR) – führendes Unternehmen für die Entwicklung und Lieferung von nichtflüchtigem ferroelektrischem Random Access Memory (F‑RAM) sowie integrierten Halbleiterprodukten – meldet die Verfügbarkeit ihres F-RAM-Speicherchips FM23MLD16 mit 8 Megabit im kompakten FBGA-Gehäuse. Der FM23MLD16 arbeitet mit 3 Volt, steckt in einem „Fine-Pitch Ball Grid Array“-Gehäuse mit 48 Kontakten und bietet bei geringem Stromverbrauch schnellen Zugriff und praktisch unbegrenzt viele Lese‑ und Schreibzyklen. Die Speicherkomponente ist pinkompatibel mit asynchronem statischem RAM (SRAM) und zielt ab auf industrielle Regelungssysteme wie Robotertechnik, RAID-Netzwerkspeicher, Multifunktionsdrucker, Kfz-Navigationssysteme und zahlreiche andere SRAM-basierte Schaltungen.

Dazu Mike Peters, Marketingmanager bei Ramtron: „Der 8-Mbit-F-RAM-Chip und unser unlängst vorgestellter FM22LD16 mit 4 Mbit gehen auf die Kundennachfrage nach Memory-Komponenten mit höherer Speicherdichte für schreibintensive Datenerfassungsanwendungen ein. Beide Komponenten sind pinkompatibel und ermöglichen es damit auf einfache Weise, die Speicherdichte aufzurüsten. Mit dem FM23MLD16 erzielen Systementwickler die achtfache F-RAM-Dichte gegenüber dem Platzbedarf eines äquivalenten TSOP32-Gehäuses.“

Produkteigenschaften

Der FM23MLD16 ist als nichtflüchtiges Memory mit 16 x 512 K organisiert, und der Zugriff erfolgt über eine Parallelschnittselle nach Industriestandard. Die Zugriffszeit beträgt 60 ns, die Zykluszeit 115 ns. Der Baustein liest und schreibt mit Busgeschwindigkeit bei NoDelay™-Schreibvorgängen und weist eine Betriebsstandzeit von mindestens 1E14 (100.000 Milliarden) Schreibvorgängen sowie eine Datenbewahrung von 10 Jahren auf. 

Der FM23MLD16 ist batteriegepuffertem SRAM (BBSRAM) deutlich überlegen, da er  keinen Akku für das Datenbackup benötigt. Die Komponente eignet sich für echte Oberflächenmontage und erfordert keine Nachbearbeitungsschritte für einen Batterieanschluss. Anders als batteriegepuffertes SRAM ist der Baustein wenig empfindlich bei Feuchtigkeit, Stoßeinwirkung und Schwingungen, was F-RAM ideal für raue Industrieanwendungen macht. Der FM23MLD16 enthält eine Überwachungsschaltung für niedrige Spannung, die den Zugriff auf das Speicherfeld sperrt, wenn die Versorgungsspannung unter eine kritische Schwelle absinkt. In diesem Zustand ist das Memory vor unbeabsichtigtem Zugriff und vor Datenverstümmelung geschützt.

Neben einer zweckmäßigen Schnittstelle zu Hochleistungs-Mikroprozessoren verfügt der FM23MLD16 über einen schnellen Page-Modus, der Lese-/Schreiboperationen in 8-Byte-Bursts bis 33 MHz ermöglicht. Der Baustein benötigt 9 Milliampere fürs Lesen und Schreiben und weist einen typischen Ruhestrom von 180 Mikroampere auf. Er arbeitet bei einer Betriebsspannung von 2,7 bis 3,6 Volt im industriellen Temperaturbereich (‑ 40 bis + 85 °C).
Preise und Verfügbarkeit

Muster des FM23MLD16 sind ab sofort im RoHS-kompatiblen 48-Pin-FBGA-Gehäuse erhältlich. Der Preis beträgt 29,23 US-Dollar bei Mengen von 10.000 Stück.

# # #

Über Ramtron

Ramtron International Corporation mit Sitz in Colorado Springs, Colorado, ist ein Halbleiter​unternehmen ohne eigene Chipfertigung, das spezialisierte Memory- und integrierte Chiplösungen für ein breites Spektrum an Produktapplikationen und Märkte entwirft, entwickelt und vermarktet. Weitere Informationen finden Sie unter www.ramtron.com.

"Safe Harbor"-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995: Hierin enthaltene Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind "in die Zukunft gerichtete Aussagen", die Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Dazu gehören unter anderem die Auswirkungen globaler wirtschaftlicher Verhältnisse, Verschiebungen in Angebot und Nachfrage, Marktakzeptanz, die Geschwindigkeit, mit der Design-Ins zu Kundenaufträgen und Umsätzen führen, die Auswirkungen von Produkten und Preisen der Mitbewerber, Produktentwicklung, Kommerzialisierungs‑ und Technologieprobleme sowie Kapazitäts‑ und Lieferengpässe. Für nähere Angaben zu diesen Risiken verweisen wir auf Ramtrons Vorlagen bei der Securities and Exchange Commission.
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